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摘要
由於晶圓在塗抹光阻劑時，利用離心力對稱之特性將光阻劑塗抹其上，這往往對我們，難以去估測出光阻
劑塗抹於晶圓上的膜厚。本文藉由灰預測理論，架構起晶圓在塗抹光阻劑時之灰色模型 GMO.l) .以提供當塗抹
光阻劑時，時間及轉速之決策參考。實驗擷取的數撮主要是利用離心力對稱特性，得出光阻劑塗抹晶國時的膜
厚。在控制時間與轉速兩因子，分別來擷取光阻劑之平均膜厚。我們將得到的數據處理成有規則性、有條理性
以用來架構灰色模型，並得出一組最佳化灰預測數據，以估測出光組劑之平均膜厚的差異。
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1.前言
光阻劑塗抹之膜厚，其變化量頗為難料，我們
叉無法掌握完全訊息來判斷，是故我們處於一個訊息
不明確、數據不確定之灰色環境中，如何利用少量的
訊息來預測並求得我們所需最佳化的膜厚，以達最佳
化的成本，促使產能效率的提高是我們極重要的研究
課題。
隨著二十一世紀積體電路高度積體化的快速發
展. IC 製程已由 0.25μm 製程進入 0.18μm 製程，光
阻劑塗抹於晶圓在半導體製程中是非常重要的地位，
由此可知光阻劑膜厚的分析勢必有其重要性。本文擬
從灰色理論分析資訊不充分之數據，亦即在有限資訊
數據下架構起灰色預測模型，藉此系統模型，期以較
快速、較準確地預測出光阻劑塗抹在矽晶片上之膜
厚，並嘗試在時間固定下與轉速固定下之策略依撮，
定義出膜厚的指標。
縱觀諸多預測理論，唯灰色系統理論最具有最
簡便的特性與預測精確之優點，而對於解決資訊不充
分之前慢下，亦能夠有相當準確之預測的成果【 1 】。
這有助於我們定義出膜厚的指標並且求得出在塗抹光
難圖畫
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組劑時該用多少轉速及多少的時間，才能使膜厚在矽
晶片發揮其最大的效能，得其最佳的成本。
當主，理、國論下條確
1.1相關理論
1.光阻的特性
晶片經過去水烘烤與塗底處理後，隨時可以進行
光阻塗蓋的步驟。這一個步驟的目的主要在晶片的表
面覆上一層厚度均句、附著性強且無任何缺陷(Defect)
的光阻。迄今所有的光阻塗佈都是以使轉塗蓋(Spin
Coationg) 的方式來進行【8】。下圖一顯示一個用來進
行使轉塗蓋的旋轉器(Spinner) .當接轉器帶動晶片接
轉的時後，灑在晶圖表面上的光阻將因離心力
(Centrifugal Force) 而往晶片的外圍移動，最後形成一
層厚度極均句的光阻層(Layer)' 這一層光阻層的厚度
除了與光阻被本身的黏性(Viscosity)有關之外，亦受旋
轉器的轉動速度的影響，此外光阻內含有有機溶劑，
其揮發性極強一旦光阻灑在晶片之上後，光阻的黏性
便會隨著溶劑的揮發而開始改變，假如農轉圖蓋的轉
速和時間調配不當，光阻層厚度的均勻性將大大的受
法是
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